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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動電圧を受け、周辺温度によって電圧レベルが変わる温度依存可変電圧を出力する演
算増幅器を含む温度感知部と、
　前記温度依存可変電圧を入力されたパルス信号の振幅だけシフトし、ゲートオン電圧を
出力するチャージポンプ部と、を有し、
　前記温度依存可変電圧のレベルは、前記周辺温度が下がれば上昇し、前記周辺温度が上
がれば、低下し、
　前記温度感知部は、比較電圧生成部と増幅部を含み、
　前記比較電圧生成部は、前記周辺温度の変化によって可変する閾値電圧を有する少なく
とも１つ以上のダイオードを含み、前記周辺温度によって電圧レベルが可変する比較電圧
を発生させ、
　前記増幅部は前記演算増幅器を含み、前記比較電圧と基準電圧の差を増幅し、
　前記比較電圧生成部は、第１ノードと第２ノードとの間に接続された固定抵抗と、前記
第２ノードと第３ノードとの間に直列に接続された少なくとも１つ以上の前記ダイオード
と、を含み、
　前記第１ノードに正の電圧が印加され、前記第２ノード経由で前記比較電圧が出力され
、
　前記温度感知部は、前記比較電圧生成部から提供された前記比較電圧を電圧変動なしに
前記増幅部に提供するバッファをさらに含むことを特徴とするゲートオン電圧発生回路。
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【請求項２】
　前記比較電圧生成部は、前記第３ノードに接地電圧が印加されることを特徴とする請求
項１に記載のゲートオン電圧発生回路。
【請求項３】
　前記比較電圧生成部は、前記第３ノードに負の電圧が印加されることを特徴とする請求
項１に記載のゲートオン電圧発生回路。
【請求項４】
　前記駆動電圧のレベル及び前記パルス信号の振幅は、前記周辺温度に対して無関係であ
ることを特徴とする請求項１に記載のゲートオン電圧発生回路。
【請求項５】
　第１入力電圧を受けてブースト（ｂｏｏｓｔ）を行い、駆動電圧とパルス信号を出力す
るブーストコンバータであって、前記駆動電圧のレベル及び前記パルス信号の振幅は周辺
温度に対して無関係であるブーストコンバータと、
　前記駆動電圧を受けて前記周辺温度によって電圧レベルが変わる温度依存可変電圧を出
力する温度感知部と、
　前記温度依存可変電圧を前記パルス信号の振幅だけシフトし、ゲートオン電圧を出力す
る第１チャージポンプ部と、を含むゲートオン電圧発生部と、
　第２入力電圧を前記パルス信号の振幅だけシフトし、ゲートオフ電圧を出力する第２チ
ャージポンプ部と、を含むゲートオフ電圧発生部と、
　前記ゲートオン電圧と前記ゲートオフ電圧との間の電圧差間をスイングするクロック信
号を出力するスイッチング部と、を含む駆動装置と、
　前記クロック信号を受けて前記周辺温度が上がれば減少し、周辺温度が下がれば、増加
する振幅を有するゲート駆動信号を連続的に出力するゲートドライバと、
　画像データに対応する階調電圧を提供するデータドライバと、
　前記ゲート駆動信号に応答して前記階調電圧に対応する画像を表示する表示パネルと、
を有し、
　前記温度依存可変電圧のレベルは、前記周辺温度が上がれば低下し、前記周辺温度が下
がれば、上昇し、
　前記温度感知部は、比較電圧生成部と増幅部を含み、
　前記比較電圧生成部は、前記周辺温度の変化によって可変する閾値電圧を有する少なく
とも１つ以上のダイオードを含み、前記周辺温度によって電圧レベルが可変する比較電圧
を発生させ、前記増幅部は、演算増幅器を含み、前記比較電圧と基準電圧との差を増幅し
、
　前記温度感知部は、第１ノードと第２ノードとの間に接続された固定抵抗と、
　前記第２ノードと第３ノードとの間に直列に接続された少なくとも１つ以上の前記ダイ
オードと、を含み、
　前記第１ノードに前記駆動電圧が印加され、前記第２ノード経由で前記比較電圧が出力
され、
　前記温度感知部は、第１ノードと第２ノードとの間に接続された固定抵抗と、
　前記第２ノードと第３ノードとの間に直列に接続された少なくとも１つ以上の前記ダイ
オードと、を含み、
　前記第１ノードに前記駆動電圧が印加され、前記第２ノード経由で前記比較電圧が出力
されることを特徴とする表示装置。
【請求項６】
　前記ゲートドライバは、前記クロック信号を受けて前記各ゲート駆動信号を出力する少
なくとも１つ以上のステージを含み、前記各ステージは前記クロック信号を受けるアモル
ファスシリコン（ａ－Ｓｉ）ＴＦＴを含むことを特徴とする請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記温度感知部は、前記第３ノードに接地電圧が印加されることを特徴とする請求項５
に記載の表示装置。
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【請求項８】
　前記温度感知部は、前記第３ノードに負の電圧が印加されることを特徴とする請求項５
に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記温度感知部は、前記ゲートオフ電圧を分割して前記第３ノードに前記負の電圧を提
供する分圧器をさらに含むことを特徴とする請求項８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記温度感知部は、前記比較電圧生成部から提供された前記比較電圧を電圧変動なしに
前記増幅部に提供するバッファをさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の表示装
置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はゲートオン電圧発生回路及びこれを含む表示装置に関し、特に、低温でも表示
品質を向上させることのできるゲートオン電圧発生回路及びこれを含む表示装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、多数のゲート線と多数のデータ線が備えられた液晶パネル、多数のゲ
ート線にゲート駆動信号を出力するゲートドライバ、及び多数のデータ線にデータ信号を
出力するデータドライバを含む。最近では液晶表示装置の大きさを縮小し、生産性を増大
させるためにゲートドライバを液晶表示パネルの所定領域に集積して形成する構造が開発
されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　液晶パネル上に形成されるゲートドライバはゲート駆動信号を出力する少なくとも１つ
のステージを含むが、各ステージは多数の薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴという）を含
む。ＴＦＴの駆動能力は周辺温度によって変化するが、特に周辺温度が下がればゲートド
ライバ内のＴＦＴの駆動能力が低下して、画素内のＴＦＴを駆動させるための充分な大き
さのゲートオン電圧が出力されない。結果的に液晶表示装置の表示品質が低下するという
問題点がある。
　したがって低温でも表示品質を向上させ得るゲートオン電圧発生回路と駆動装置及びこ
れを含む表示装置が必要である。
【０００４】
【特許文献１】大韓民国特許出願公開第２００５－００８３００３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、本発明は上記従来の表示装置における問題点に鑑みてなされたものであって、
本発明の目的は、低温でも表示品質を向上させることのできるゲートオン電圧発生回路を
提供ことにある。
【０００６】
　さらにまた、本発明の目的は、低温でも表示品質を向上させることのできる表示装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するためになされた本発明によるゲートオン電圧発生回路は、駆動電圧
を受け、周辺温度によって電圧レベルが変わる温度依存可変電圧を出力する演算増幅器を
含む温度感知部と、前記温度依存可変電圧を入力されたパルス信号の振幅だけシフトし、
ゲートオン電圧を出力するチャージポンプ部と、を有し、
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　前記温度依存可変電圧のレベルは、前記周辺温度が下がれば上昇し、前記周辺温度が上
がれば、低下し、前記温度感知部は、比較電圧生成部と増幅部を含み、前記比較電圧生成
部は、前記周辺温度の変化によって可変する閾値電圧を有する少なくとも１つ以上のダイ
オードを含み、前記周辺温度によって電圧レベルが可変する比較電圧を発生させ、前記増
幅部は前記演算増幅器を含み、前記比較電圧と基準電圧の差を増幅し、前記比較電圧生成
部は、第１ノードと第２ノードとの間に接続された固定抵抗と、前記第２ノードと第３ノ
ードとの間に直列に接続された少なくとも１つ以上の前記ダイオードと、を含み、前記第
１ノードに正の電圧が印加され、前記第２ノード経由で前記比較電圧が出力されることを
特徴とする。
【００１０】
　上記目的を達成するためになされた本発明による表示装置は、第１入力電圧を受けてブ
ースト（ｂｏｏｓｔ）を行い、駆動電圧とパルス信号を出力するブーストコンバータであ
って、前記駆動電圧のレベル及び前記パルス信号の振幅は周辺温度に対して無関係である
ブーストコンバータと、前記駆動電圧を受けて前記周辺温度によって電圧レベルが変わる
温度依存可変電圧を出力する温度感知部と、前記温度依存可変電圧を前記パルス信号の振
幅だけシフトし、ゲートオン電圧を出力する第１チャージポンプ部とを含むゲートオン電
圧発生部と、第２入力電圧を前記パルス信号の振幅だけシフトし、ゲートオフ電圧を出力
する第２チャージポンプ部とを含むゲートオフ電圧発生部と、前記ゲートオン電圧と前記
ゲートオフ電圧との間の電圧差間をスイングするクロック信号を出力するスイッチング部
とを含む駆動装置と、前記クロック信号を受けて前記周辺温度が上がれば減少し、周辺温
度が下がれば増加する振幅を有するゲート駆動信号を連続的に出力するゲートドライバと
、画像データに対応する階調電圧を提供するデータドライバと、前記ゲート駆動信号に応
答して前記階調電圧に対応する画像を表示する表示パネルと、を有し、
　前記温度依存可変電圧のレベルは、前記周辺温度が上がれば低下し、前記周辺温度が下
がれば、上昇し、前記温度感知部は、比較電圧生成部と増幅部を含み、前記比較電圧生成
部は、前記周辺温度の変化によって可変する閾値電圧を有する少なくとも１つ以上のダイ
オードを含み、前記周辺温度によって電圧レベルが可変する比較電圧を発生させ、前記増
幅部は、演算増幅器を含み、前記比較電圧と基準電圧との差を増幅し、前記温度感知部は
、第１ノードと第２ノードとの間に接続された固定抵抗と、前記第２ノードと第３ノード
との間に直列に接続された少なくとも１つ以上の前記ダイオードと、を含み、前記第１ノ
ードに前記駆動電圧が印加され、前記第２ノード経由で前記比較電圧が出力され、前記温
度感知部は、第１ノードと第２ノードとの間に接続された固定抵抗と、前記第２ノードと
第３ノードとの間に直列に接続された少なくとも１つ以上の前記ダイオードと、を含み、
　前記第１ノードに前記駆動電圧が印加され、前記第２ノード経由で前記比較電圧が出力
されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係るゲートオン電圧発生回路及びこれを含む表示装置によれば、第一に、周辺
温度が下がっても大きい振幅のクロック信号を発生するので、ゲートドライバの駆動能力
が向上するという効果がある。
 
【００１２】
　第二に、周辺温度が下がってもゲートドライバの駆動能力が向上するので、表示品質が
向上するという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　次に、本発明に係るゲートオン電圧発生回路と駆動装置及びこれを含む表示装置を実施
するための最良の形態の具体例を図面を参照しながら説明する。
【００１４】
　本発明の利点及び特徴、そしてそれらを達成する方法は添付する図面とともに詳細に後
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述する実施形態を参照すれば明確になる。しかし、本発明は以下に開示される実施形態に
限定されず、相異なる多様な形態によって具現でき、単に本実施形態は本発明の開示を完
全なものにし、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者に発明の範疇を完
全に知らせるために提供するものであって、本発明は請求項の範疇によってのみ定義され
る。明細書全体にわたって同じ参照符号は同じ構成要素を示す。
【００１５】
　図１は本発明の一実施形態による液晶表示装置の概略ブロック図であり、図２は本発明
の一実施形態による液晶表示装置の一画素についての等価回路図であり、図３は本発明の
一実施形態による駆動装置のブロック図である。
【００１６】
　まず図１を参照すれば、液晶表示装置１０は、液晶パネル３００、ゲートドライバ５０
０、データドライバ６００及び駆動装置４００を含む。
【００１７】
　液晶パネル３００は、多数のゲート線Ｇ１～Ｇｎ、多数のデータ線Ｄ１～Ｄｍ、スイッ
チング素子（図示せず）及び画素電極（図示せず）が形成された第１基板１００と、カラ
ーフィルタ（図示せず）と共通電極（図示せず）が形成された第２基板２００とを含む。
第１基板１００は第２基板２００より延長され広く形成される。
　第１基板１００上のゲート線Ｇ１～Ｇｎは略行方向に延長されて互いに略平行し、デー
タ線Ｄ１～Ｄｍは略列方向に延長されて互いに略平行する。
【００１８】
　図２を参照すれば、第１基板１００の画素電極ＰＥと対向するように第２基板２００の
共通電極ＣＥの一部領域にカラーフィルタＣＦが形成され得、液晶層１５０が第１基板１
００と第２基板２００との間に介在する。例えば、ｉ番目（ｉ＝１、２、…、ｎ）ゲート
線Ｇｉとｊ番目（ｊ＝１、２、…、ｍ）データ線Ｄｊに連結された画素ＰＸは、信号線Ｇ
ｉ，Ｄｊに接続されたスイッチング素子Ｑと、これに接続された液晶キャパシタＣｌｃ及
び保持キャパシタＣｓｔを含む。保持キャパシタＣｓｔは必要に応じて省略できる。スイ
ッチング素子Ｑはａ－Ｓｉ（アモルファスシリコン：ａｍｏｕｒｐｈｏｕｓ－ｓｉｌｉｃ
ｏｎ）からなるＴＦＴである。
【００１９】
　ゲートドライバ５００は第２基板２００より延長され広く形成された第１基板１００上
の領域に実装される。ゲートドライバ５００は駆動装置４００からクロック信号ＣＫＶ、
クロックバー信号ＣＫＶＢ及びゲートオフ電圧Ｖｏｆｆを受け、タイミングコントローラ
（図示せず）から垂直開始信号ＳＴＶを受けてゲート駆動信号を多数のゲート線Ｇ１～Ｇ

ｎに出力する。
　データドライバ６００は多数のデータ線Ｄ１～Ｄｍと電気的に接続されてデータ信号を
出力する。
【００２０】
　駆動装置４００は外部から第１入力電圧Ｖｉｎ１と第２入力電圧Ｖｉｎ２を受けてゲー
トドライバ５００にクロック信号ＣＫＶ、クロックバー信号ＣＫＶＢ及びゲートオフ電圧
Ｖｏｆｆを提供する。ここでクロック信号ＣＫＶ及びクロックバー信号ＣＫＶＢは多数の
ゲート線Ｇ１～Ｇｎのオンまたはオフを制御する信号である。ただし、図１に示すものと
は異なり、駆動装置４００がクロック信号ＣＫＶのみゲートドライバ５００に提供するこ
ともでき、この場合、ゲートドライバ５００がクロック信号ＣＫＶをクロックバー信号Ｃ
ＫＶＢに変換して駆動することができる。
【００２１】
　図３を参照すれば、駆動装置４００は、ブーストコンバータ４１０と、ゲートオン電圧
発生部４４０と、ゲートオフ電圧発生部４５０と、スイッチング部４６０とを含む。
【００２２】
　ブーストコンバータ４１０は第１入力電圧Ｖｉｎ１を受けてブースト（ｂｏｏｓｔ）を
行い、駆動電圧ＡＶＤＤとパルス信号ＰＵＬＳＥを出力する。ここで、ブーストコンバー
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タ４１０はＤＣ－ＤＣコンバータの一例であって、他種のコンバータでもあり得る。ブー
ストコンバータ４１０は図７を参照して後述する。
【００２３】
　ゲートオン電圧発生部４４０はブーストコンバータ４１０から駆動電圧ＡＶＤＤとパル
ス信号ＰＵＬＳＥを受けてゲートオン電圧Ｖｏｎを出力する。ここでゲートオン電圧Ｖｏ
ｎのレベルは周辺温度によって調整される。
【００２４】
　具体的には、ゲートオン電圧発生部４４０は温度感知部４２０とチャージポンプ部４３
０とを含む。温度感知部４２０は、周辺温度が上がれば電圧レベルが低下し、周辺温度が
下がれば電圧レベルが上昇する温度依存可変電圧ＶＡＲＶを出力する。チャージポンプ部
４３０は温度依存可変電圧ＶＡＲＶとパルス信号ＰＵＬＳＥを受け、温度依存可変電圧Ｖ
ＡＲＶをパルス信号ＰＵＬＳＥの振幅（ａｍｐｌｉｔｕｄｅ）だけシフトしてゲートオン
電圧Ｖｏｎを出力する。
　すなわち、ゲートオン電圧発生部４４０は周辺温度が下がれば上昇したレベルのゲート
オン電圧Ｖｏｎを出力し、周辺温度が上がれば低下したレベルのゲートオン電圧Ｖｏｎを
出力する。温度感知部４２０は図４を参照して後述し、チャージポンプ部４３０は図５を
参照して後述する。
【００２５】
　ゲートオフ電圧発生部４５０は第２入力電圧Ｖｉｎ２とパルス信号ＰＵＬＳＥを受けて
ゲートオフ電圧Ｖｏｆｆを出力する。ここで、ゲートオフ電圧Ｖｏｆｆは周辺温度にかか
わらず一定に維持できる。ゲートオフ電圧発生部４５０は図５を参照して後述する。
【００２６】
　スイッチング部４６０はゲートオン電圧Ｖｏｎとゲートオフ電圧Ｖｏｆｆとの間をスイ
ングするクロック信号ＣＫＶ及びクロックバー信号ＣＫＶＢを出力する。すなわち、クロ
ック信号ＣＫＶの“ハイ”レベルはゲートオン電圧Ｖｏｎのレベルであり、“ロー”レベ
ルはゲートオフ電圧Ｖｏｆｆのレベルであり、クロックバー信号ＣＫＶＢはクロック信号
ＣＫＶとは異なる位相を有する。例えば、クロック信号ＣＫＶとクロックバー信号ＣＫＶ
Ｂは互いに逆位相を有する。
　ここで、スイッチング部４６０はタイミングコントローラ（図示せず）から制御信号を
受けてスイッチングすることができる。
【００２７】
　したがって、駆動装置４００は周辺温度が下がれば増加した振幅を有するクロック信号
ＣＫＶ及びクロックバー信号ＣＫＶＢを出力し、周辺温度が上がれば減少した振幅を有す
るクロック信号ＣＫＶ及びクロックバー信号ＣＫＶＢを出力する。ここでクロック信号Ｃ
ＫＶ及びクロックバー信号ＣＫＶＢの振幅は周辺温度の変化によるゲートオン電圧Ｖｏｎ
のレベルの高低により調整される。
【００２８】
　図４は、図３の温度感知部４２０の内部回路図である。
　図４を参照すれば、温度感知部４２０は、周辺温度によって駆動電圧ＡＶＤＤのレベル
を変化させて比較電圧Ｖｃｐｒを出力する比較電圧生成部４２１と、駆動電圧ＡＶＤＤを
分圧して基準電圧Ｖｒｅｆを生成する基準電圧生成部４２２と、比較電圧Ｖｃｐｒと基準
電圧Ｖｒｅｆの差を増幅する増幅部４２３とを含む。
【００２９】
　比較電圧生成部４２１は、周辺温度の変化によって可変する閾値電圧を有する少なくと
も１つ以上のダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３を含む。例えばダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３の
閾値電圧は周辺温度の変化に実質的に反比例する。より具体的に説明すれば、比較電圧生
成部４２１は、第１ノードＮ１と第２ノードＮ２の間の固定抵抗Ｒ１と、第２ノードＮ２
と第３ノードＮ３の間の少なくとも１つ以上のダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３を含み、第１
ノードＮ１には正の電圧である駆動電圧ＡＶＤＤが印加され、第２ノードＮ２を経由して
比較電圧Ｖｃｐｒが出力される。
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【００３０】
　ここで少なくとも１つ以上のダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３は周辺温度の変化によって実
質的に反比例する閾値電圧を有するので、比較電圧Ｖｒｅｆは周辺温度の変化によって可
変する。例えば、駆動電圧ＡＶＤＤが１２Ｖであり、ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３の閾値
電圧が各々常温で略０．５７Ｖであり、第３ノードＮ３に接地電圧が印加されれば、常温
での比較電圧Ｖｃｐｒのレベルは略１．７Ｖであり、低温での比較電圧Ｖｃｐｒのレベル
は、ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３の閾値電圧の増加によって略２Ｖであり得る。
【００３１】
　基準電圧生成部４２２は抵抗分圧器であり得る。すなわち、多数の抵抗Ｒ２、Ｒ３を直
列に接続して駆動電圧ＡＶＤＤを分圧して基準電圧Ｖｒｅｆを生成する。ここで基準電圧
Ｖｒｅｆのレベルは周辺温度の変化に関係しない値である。基準電圧Ｖｒｅｆは、基準電
圧生成部４２２が駆動電圧ＡＶＤＤを分圧して生成されることに限定されず、任意の電圧
レベルでもあり得る。
【００３２】
　増幅部４２３は比較電圧Ｖｃｐｒと基準電圧Ｖｒｅｆの差を増幅して温度依存可変電圧
ＶＡＲＶを出力する。例えば、周辺温度によって比較電圧Ｖｃｐｒのレベルが略１．７Ｖ
～２Ｖの間で可変すれば、温度依存可変電圧ＶＡＲＶは略０Ｖ～１２Ｖの間で可変され得
る。ここで増幅部４２３は差動増幅器であって、電圧利得を決定する抵抗Ｒ４、Ｒ５と演
算増幅器ＯＰを含む。ただし、増幅部４２３は差動増幅器に限定されない。
【００３３】
　また、温度感知部４２０は比較電圧Ｖｃｐｒを電圧変動なしに増幅部４２３に伝達する
バッファ４２６をさらに含むことができ、基準電圧Ｖｒｅｆが駆動電圧ＡＶＤＤを分圧し
て生成される場合、基準電圧Ｖｒｅｆを電圧変動なしに増幅部に伝達するバッファ４２５
をさらに含むことができる。
【００３４】
　図５を参照してチャージポンプ部４３０とゲートオフ電圧発生部４５０についてさらに
詳細に説明する。
　図５は図３のチャージポンプ部４３０とゲートオフ電圧発生部４５０の内部回路図であ
る。
【００３５】
　チャージポンプ部４３０は第４及び第５ダイオードＤ４、Ｄ５と第１及び第２キャパシ
タＣ１、Ｃ２を含む。第４ダイオードＤ４のアノードに温度依存可変電圧ＶＡＲＶが提供
され、第４ダイオードＤ４のカソードは第４ノードＮ４に接続される。第１キャパシタＣ
１は第４ノードＮ４とパルス信号ＰＵＬＳＥが印加される第５ノードＮ５の間に接続され
る。第５ダイオードＤ５のアノードは第４ノードＮ４に接続され、第５ダイオードＤ５の
カソードはゲートオン電圧Ｖｏｎを出力する。第２キャパシタＣ２は第４ダイオードＤ４
のアノードと第５ダイオードＤ５のカソードの間に接続される。ただし、これに限定され
ず、３つ以上のダイオードと３つ以上のキャパシタの組み合わせからもなり得る。
【００３６】
　チャージポンプ部４３０の動作を説明すると、パルス信号ＰＵＬＳＥが第１キャパシタ
Ｃ１に提供されれば、第４ノードＮ４はパルス信号ＰＵＬＳＥにより温度依存可変電圧Ｖ
ＡＲＶをパルス信号ＰＵＬＳＥの電圧レベルだけシフトさせた電圧を出力する。第５ダイ
オードＤ５及び第２キャパシタＣ２は、第４ノードＮ４の電圧をクランプしてゲートオン
電圧Ｖｏｎを出力する。すなわち、ゲートオン電圧Ｖｏｎはほぼ温度依存可変電圧ＶＡＲ
Ｖがパルス信号ＰＵＬＳＥの振幅だけシフトされた電圧になる。すなわち、温度依存可変
電圧ＶＡＲＶのレベルは温度が上がれば低下し、温度が下がれば上昇するので、ゲートオ
ン電圧Ｖｏｎのレベルは温度が上がれば低下し、温度が下がれば上昇する。
【００３７】
　ゲートオフ電圧発生部４５０は、第６及び第７ダイオードＤ６、Ｄ７と第３及び第４キ
ャパシタＣ３、Ｃ４を含む。第６ダイオードＤ６のカソードに第２入力電圧Ｖｉｎ２が提
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供され、第６ダイオードＤ６のアノードは第６ノードＮ６に接続される。第３キャパシタ
Ｃ３は第６ノードＮ６とパルス信号ＰＵＬＳＥが印加される第５ノードＮ５の間に接続さ
れる。第７ダイオードＤ７のカソードは第６ノードＮ６に接続され、第７ダイオードＤ７
のアノードはゲートオフ電圧Ｖｏｆｆを出力する。第４キャパシタＣ４は第６ダイオード
Ｄ６のカソードと第７ダイオードＤ７のアノードの間に接続される。ただし、これに限定
されず、３つ以上のダイオードと３つ以上のキャパシタの組み合わせからもなり得る。
【００３８】
　ゲートオフ電圧発生部４５０の動作を説明すると、パルス信号ＰＵＬＳＥが第３キャパ
シタＣ３に提供されれば、第６ノードＮ６はパルス信号ＰＵＬＳＥにより第２入力電圧Ｖ
ｉｎ２をパルス信号ＰＵＬＳＥの電圧レベルだけシフトさせた電圧を出力する。第６ダイ
オードＮ６及び第４キャパシタＣ４は、第６ノードＮ６の電圧をクランプしてゲートオフ
電圧Ｖｏｆｆを出力する。すなわち、ゲートオフ電圧Ｖｏｆｆはほぼ第２入力電圧Ｖｉｎ
２がパルス信号ＰＵＬＳＥの振幅だけシフトされたＤＣ電圧になる。ここで第２入力電圧
Ｖｉｎ２は接地電圧であり得、このときパルス信号ＰＵＬＳＥが温度に無関係であれば、
ゲートオフ電圧Ｖｏｆｆは負の電圧レベルを有し、温度に無関係になる。
【００３９】
　したがって、このようなゲートオン電圧Ｖｏｎとゲートオフ電圧Ｖｏｆｆを用いて生成
されたクロック信号ＣＫＶ及びクロックバー信号ＣＫＶＢは図６に示す。
　すなわち、クロック信号ＣＫＶ及びクロックバー信号ＣＫＶＢは、高温ではゲートオフ
電圧Ｖｏｆｆとゲートオン電圧Ｖｏｎ＿Ｈとの間をスイングし、低温では高温でのゲート
オン電圧Ｖｏｎ＿Ｈより電圧レベルが高いゲートオン電圧Ｖｏｎ＿Ｌとゲートオフ電圧Ｖ
ｏｆｆとの間をスイングする。
【００４０】
　図７は図３のブーストコンバータ４１０の内部回路図である。
　図７を参照すると、ブーストコンバータ４１０は、第１入力電圧Ｖｉｎ１が印加される
インダクタＬと、インダクタＬにアノードが接続され、駆動電圧ＡＶＤＤの出力端子にカ
ソードが接続された第８ダイオードＤ８と、第８ダイオードＤ８と接地の間に接続された
第６キャパシタＣ６と、第８ダイオードＤ８のアノード端子に接続されたスイッチング素
子ＳＷ、及びスイッチング素子ＳＷと接続されたＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏ
ｄｕｌａｔｉｏｎ）信号発生器４１５を含むことができる。
【００４１】
　ブーストコンバータ４１０の動作を説明すると、ＰＷＭ信号発生器４１５から出力され
たＰＷＭ信号ＰＷＭが“ハイ”レベルの場合にスイッチング素子ＳＷはターンオンされる
。このときインダクタＬの一端は接地され、インダクタＬの電流、電圧特性によってイン
ダクタＬ両端に印加される第１入力電圧Ｖｉｎ１に比例してインダクタＬを流れる電流Ｉ

Ｌが徐々に増加される。
【００４２】
　ＰＷＭ信号ＰＷＭが“ロー”レベルであればスイッチング素子ＳＷはターンオフされ、
インダクタＬを流れる電流ＩＬは第８ダイオードＤ８を経由して流れ、第６キャパシタＣ
６の電流、電圧特性によって第６キャパシタＣ６に電圧が充電される。したがって第１入
力電圧Ｖｉｎ１が所定の電圧に昇圧されて駆動電圧ＡＶＤＤとして出力される。ここでパ
ルス信号ＰＵＬＳＥは駆動電圧ＡＶＤＤのレベルと接地電圧の間をスイングするようにな
る。すなわち、駆動電圧ＡＶＤＤのレベル及びパルス信号ＰＵＬＳＥの振幅は温度に無関
係である。
【００４３】
　駆動電圧ＡＶＤＤは、階調電圧発生部（図示せず）に提供し得る。階調電圧発生部（図
示せず）は駆動電圧ＡＶＤＤが印加されるノードと接地の間に直列に接続された複数の抵
抗を含み、駆動電圧ＡＶＤＤのレベルを分割して階調電圧を生成する。階調電圧発生部（
図示せず）の内部回路はこれに限定されず、多様に具現し得る。
【００４４】
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　次に、図８～図９を参照してゲートドライバ（図１の５００参照）の動作を説明する。
　図８は、図１に示したゲートドライバのブロック図であり、図９は、図８の１番目ステ
ージの例示的な回路図である。
【００４５】
　図８を参照すれば、ゲートドライバ５００は互いに縦列に接続された複数のステージＳ
ＲＣ１～ＳＲＣｎを含む。各ステージＳＲＣ１～ＳＲＣｎは１つのＳＲラッチＳＲ１～Ｓ
ＲｎとアンドゲートＡＮＤを含む。また各ステージＳＲ１～ＳＲｎは図１の多数のゲート
線Ｇ１～Ｇｎに各々接続されている。
【００４６】
　ＳＲラッチＳＲ１～ＳＲｎは前段ステージの“ハイ”レベルのゲート駆動信号Ｇｏｕｔ

１～Ｇｏｕｔｎにより活性化され、次のステージの“ハイ”レベルのゲート駆動信号Ｇｏ
ｕｔ１～Ｇｏｕｔｎにより非活性化される。各ステージＳＲＣ１～ＳＲＣｎのアンドゲー
トＡＮＤはＳＲラッチＳＲ１～ＳＲｎが活性化状態であり、提供されるクロック信号ＣＫ
Ｖまたはクロックバー信号ＣＫＶＢが“ハイ”レベルのとき、ゲート駆動信号Ｇｏｕｔ１

～Ｇｏｕｔｎを発生させる。
【００４７】
　さらに詳細に説明すれば、奇数番目ステージ（ＳＲＣ２ｉ－１、ｉ＝１、２、３…）に
はクロック信号ＣＫＶが印加され、偶数番目ステージ（ＳＲＣ２ｊ、ｊ＝１、２、３…）
にはクロック信号ＣＫＶとは異なる位相を有するクロックバー信号ＣＫＶＢが印加される
。例えば、クロック信号ＣＫＶとクロックバー信号ＣＫＶＢは互いに逆位相を有する。
【００４８】
　したがって奇数番目ステージ（ＳＲＣ２ｉ－１、ｉ＝１、２、３…）のアンドゲートＡ
ＮＤはＳＲラッチ（ＳＲ２ｉ－１、ｉ＝１、２、３…）が活性化状態でクロック信号ＣＫ
Ｖが“ハイ”レベルのとき、ゲート駆動信号（Ｇｏｕｔ２ｉ－１、ｉ＝１、２、３…）を
発生させる。
　偶数番目ステージ（ＳＲＣ２ｊ、ｊ＝１、２、３…）のアンドゲートＡＮＤはＳＲラッ
チ（ＳＲ２ｊ、ｊ＝１、２、３…）が活性化状態でクロックバー信号ＣＫＶＢが“ハイ”
レベルのとき、ゲート駆動信号（Ｇｏｕｔ２ｊ、ｊ＝１、２、３…）を発生させる。この
ように、ゲートドライバ５００はクロック信号ＣＫＶまたはクロックバー信号ＣＫＶＢの
“ハイ”レベルをゲート駆動信号（Ｇｏｕｔ１～Ｇｏｕｔｎ）としてゲート線に順次に出
力する。
【００４９】
　図９を参照すれば、各ステージＳＲＣ１～ＳＲＣｎは複数のトランジスタＴ１～Ｔ４及
び第５キャパシタＣ５を含む。以下に１番目ステージＳＲＣ１の動作を説明する。
【００５０】
　第７ノードＮ７に入力された“ハイ”レベルの垂直開始信号ＳＴＶがダイオード結合さ
れた第１トランジスタＴ１を経由して第５キャパシタＣ５に提供されれば、第５キャパシ
タＣ５には電荷が充電される。第８ノードＮ８に電圧が充電されれば、第２トランジスタ
Ｔ２がターンオンされ、このとき“ハイ”レベルのクロック信号ＣＫＶが第２トランジス
タＴ２に提供されれば、クロック信号ＣＫＶがゲート駆動信号Ｇｏｕｔ１として出力され
る。このとき、出力されるゲート駆動信号Ｇｏｕｔ１は“ハイ”レベルのクロック信号Ｃ
ＫＶとしてゲートオン電圧Ｖｏｎになる。
【００５１】
　２番目ステージの“ハイ”レベルのゲート駆動信号Ｇｏｕｔ２が第３トランジスタＴ３
及び第４トランジスタＴ４のゲートに入力されれば、第３トランジスタＴ３がターンオン
されて第５キャパシタＣ５に充電された電圧を放電させ、第４トランジスタＴ４がターン
オンされて出力される“ハイ”レベルのゲート駆動信号Ｇｏｕｔ１をゲートオフ電圧Ｖｏ
ｆｆレベルにプルダウンさせる。したがって、このとき出力されるゲート駆動信号Ｇｏｕ
ｔ１はゲートオフ電圧Ｖｏｆｆになる。
　ここで、第１～第４トランジスタＴ１～Ｔ４はＮＭＯＳ　ＴＦＴである場合を示したが
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、ＰＭＯＳ　ＴＦＴでもあり得、ａ－Ｓｉからなる。
【００５２】
　ａ－Ｓｉからなる画素内のスイッチング素子（図２のＱ参照）と第２トランジスタＴ２
の電流駆動能力は常温（ｒｏｏｍ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）より低い温度で低下されて
、結果として表示品質が低下するが、駆動装置（図１の４００参照）が低温において振幅
が増加したクロック信号ＣＫＶを提供するので、表示品質が強化され、総合的に表示品質
が向上する。
【００５３】
　詳細に説明すると、図１のゲート線Ｇ１～Ｇｎは数百ｐＦの寄生容量を有するが、低温
で第２トランジスタＴ２の電流駆動能力が低下すれば、所定の時間の間ゲート線Ｇ１～Ｇ

ｎの寄生キャパシタを充電させる電荷量の供給が減少する。
【００５４】
　その結果、画素内のスイッチング素子（図２のＱ参照）を駆動するためのゲートオン電
圧が低下する。このような場合、表示品質が低下するが、一方、周辺温度が低温のとき、
ゲートオン電圧発生部４４０が“ハイ”レベルのゲートオン電圧（図６のＶｏｎ＿Ｌ参照
）を出力し、“ハイ”レベルのゲートオン電圧（図６のＶｏｎ＿Ｌ参照）によって生成さ
れたクロック信号（図６のＣＫＶ参照）がゲートドライバ５００に提供されれば、第２ト
ランジスタＴ２のソースとゲートの間の電圧差が増加されて第２トランジスタＴ２の電流
駆動能力が向上する。したがって画素内のスイッチング素子（図２のＱ参照）は“ハイ”
レべルのゲート駆動信号Ｇｏｕｔ１に応答してターンオンされるので表示装置の表示品質
が向上する。
【００５５】
　次に、図１０を参照して本発明の他の実施形態によるゲートオン電圧発生回路、駆動装
置及びこれを含む表示装置を説明する。
　図１０は本発明の他の実施形態による駆動装置の温度感知部の回路図である。図４に示
した構成要素と同じ機能をする構成要素については同じ図面符号を使用し、説明の便宜上
該当構成要素の詳細な説明は省略する。
【００５６】
　本実施形態では、比較電圧生成部４２１の第３ノードＮ３に負の電圧が印加される。負
の電圧はゲートオフ電圧Ｖｏｆｆが分圧されて生成され得る。すなわち、温度感知部４７
０は負のゲートオフ電圧Ｖｏｆｆを分圧して第３ノードＮ３に提供する分圧器４７１をさ
らに含むことができる。
【００５７】
　比較電圧生成部４２１の第３ノードＮ３に負の電圧が印加されると、比較電圧Ｖｃｐｒ
のレベルの範囲が可変する。例えば、比較電圧Ｖｃｐｒは０Ｖ以上のレベルを有すること
ができ、または負の電圧レベルを有することもできる。ここで第３ノードＮ３の電圧レベ
ルは抵抗Ｒ６、Ｒ７の抵抗値によって調整することができる。
【００５８】
　図１１及び図１２を参照して本発明のさらに他の実施形態によるゲートオン電圧発生回
路、駆動装置及びこれを含む表示装置を説明する。
　図１１は本発明のさらに他の実施形態による駆動装置の回路図であり、図１２は図１１
の駆動装置の出力を説明するためのグラフである。図３及び図４に示した構成要素と同じ
機能をする構成要素については同じ図面符号を使用し、説明の便宜上該当構成要素の詳細
な説明は省略する。
【００５９】
　本実施形態による駆動装置４００’は前述の実施形態と違って、温度変化によってゲー
トオフ電圧Ｖｏｆｆのレベルも変わる。したがってクロック信号ＣＫＶ及びクロックバー
信号ＣＫＶＢの振幅は、温度が低下するほど、より大きくなる。
【００６０】
　図１１を参照すれば、駆動装置４００’は、ゲートオン電圧発生部、ゲートオフ電圧発
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生部及びスイッチング部を含む。ゲートオン電圧発生部は第１温度感知部（４２１、４２
６、４２７）と第１チャージポンプ部４３０を含み、ゲートオフ電圧発生部は第２温度感
知部（４２１、４２６、４２８）及び第２チャージポンプ部４３５を含む。すなわち、第
１温度感知部と第２温度感知部は比較電圧生成部４２１及びバッファ４２６を共有するこ
とができる。以下に比較電圧生成部４２１の第３ノードＮ３に接地電圧が印加される場合
を説明するが、これに限定されず、ゲートオフ電圧Ｖｏｆｆが分圧された負の電圧を第３
ノードＮ３に印加することもできる。
【００６１】
　第１温度感知部（４２１、４２６、４２７）は比較電圧Ｖｃｐｒを受けて第１温度依存
可変電圧ＶＡＲＶ１を出力するが、第１温度依存可変電圧ＶＡＲＶ１のレベルは、温度が
上がれば低下し、温度が下がれば上昇する。このような第１温度感知部は非反転増幅器４
２７を含むことができる。すなわち、非反転増幅器４２７は、温度が上がれば低下し、温
度が下がれば上昇する比較電圧Ｖｃｐｒを受け、これを増幅して第１温度依存可変電圧Ｖ
ＡＲＶ１を出力する。
【００６２】
　第２温度感知部（４２１、４２６、４２８）は比較電圧Ｖｃｐｒを受けて第２温度依存
可変電圧ＶＡＲＶ２を出力するが、第２温度依存可変電圧ＶＡＲＶ２のレベルは、温度が
上がれば上昇し、温度が下がれば低下する。このような第２温度感知部は反転増幅器４２
８を含むことができる。すなわち、反転増幅器４２８は、温度が上がれば低下し、温度が
下がれば上昇する比較電圧Ｖｃｐｒを受け、これを増幅するとともに位相を反転させて、
温度が上がれば上昇し、温度が下がれば低下する第２温度依存可変電圧ＶＡＲＶ２を出力
する。
【００６３】
　第１及び第２チャージポンプ部４３０、４３５は各々第１及び第２温度依存可変電圧Ｖ
ＡＲＶ１、ＶＡＲＶ２を受けて温度によって可変するゲートオン電圧Ｖｏｎ及びゲートオ
フ電圧Ｖｏｆｆを出力する。
【００６４】
　スイッチング部４６０はゲートオン電圧Ｖｏｎ及びゲートオフ電圧Ｖｏｆｆを用いてク
ロック信号ＣＫＶ及びクロックバー信号ＣＫＶＢを出力する。クロック信号ＣＫＶ及びク
ロックバー信号ＣＫＶＢを図１２に示す。
　すなわち、クロック信号ＣＫＶ及びクロックバー信号ＣＫＶＢは、高温ではゲートオン
電圧Ｖｏｎ＿Ｈとゲートオフ電圧Ｖｏｆｆ＿Ｈとの間をスイングし、低温では高温でのゲ
ートオン電圧Ｖｏｎ＿Ｈのレベルより高いレベルのゲートオン電圧Ｖｏｎ＿Ｌと、高温で
のゲートオフ電圧Ｖｏｆｆ＿Ｈのレベルより低いレベルのゲートオフ電圧Ｖｏｆｆ＿Ｌと
の間をスイングする。
【００６５】
　したがって駆動装置４００’は温度変化によって振幅変化が大きくなるクロック信号Ｃ
ＫＶ及びクロックバー信号ＣＫＶＢを提供することができる。それにより、駆動装置４０
０’を含む表示装置は低温でも表示品質を向上させることができる。
【００６６】
　尚、本発明は、上述の実施形態に限られるものではない。本発明の技術的範囲から逸脱
しない範囲内で多様に変更実施することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の一実施形態による液晶表示装置の概略ブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態による液晶表示装置の一画素についての等価回路図である。
【図３】本発明の一実施形態による駆動装置のブロック図である。
【図４】図３の温度感知部の内部回路図である。
【図５】図３のチャージポンプ部とゲートオフ電圧発生部の内部回路図である。
【図６】図３のスイッチング部の出力を説明するためのグラフである。
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【図７】図３のブーストコンバータの内部回路図である。
【図８】図１に示したゲートドライバのブロック図である。
【図９】図８の１番目ステージの例示的な回路図である。
【図１０】本発明の他の実施形態による駆動装置の温度感知部の回路図である。
【図１１】本発明のさらに他の実施形態による駆動装置の回路図である。
【図１２】図１１の駆動装置の出力を説明するためのグラフである。
【符号の説明】
【００６８】
　１０　　　　液晶表示装置
　１００　　　第１基板
　１５０　　　液晶層
　２００　　　第２基板
　３００　　　液晶パネル
　４００、４００’　　駆動装置
　４１０　　　ブーストコンバータ
　４１５　　　ＰＷＭ信号発生器
　４２０、４７０　　温度感知部
　４２１　　　比較電圧生成部
　４２２　　　基準電圧生成部
　４２３　　　増幅部
　４２５、４２６　　バッファ
　４２７、４２８　　非反転増幅器
　４３０　　　（第１）チャージポンプ部
　４３５　　　第２チャージポンプ部
　４４０　　　ゲートオン電圧発生部
　４５０　　　ゲートオフ電圧発生部
　４６０　　　スイッチング部
　４７１　　　分圧器
　５００　　　ゲートドライバ
　６００　　　データドライバ
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